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Lista de Exercicios

Mecanismos do Crescimento de Filmes Finos

a) Quais as dificuldades em crescer filmes homogéneos com pequenas espessuras
(digamos da ordem de poucos nandmetros) ?

b) Em alguns casos a etapa inicial de crescimento de alguns filmes tende a ter
crescimento bidimensional, em outros as pequenas estruturas crescidas tende a ser
tridimensional. Quais os principais fatores que determinam estas tendéncias?

Descreva as principais etapas do crescimento de filmes finos em védcuo.

Assumindo que o fator pré-exponencial para difusdo superficial seja dado por
k,T /h, (a) Qual deve ser o valor da energia de ativacdo para difusdo para resultar em
um comprimento de difusdo, A, de aproximadamente 100 nm entre colisdes
sucessivas com o vapor incidente, para uma deposicao de Si, a uma taxa de 1pum/hora
e Ts =400°C ? (b) A qual o decréscimo de T corresponderia um decréscimo de 10x
em A?

Em um processo de condensacdo sem molhar o substrato, a 300K e usando uma
sobrepressao de 10 Pa, qual € o raio critico de um nicleo clédssico para os seguintes
metais, negligenciando a drea de contato e a anisotropia de ¢ ? (a) Au, com ¥ = 1400
ergs/cm2 (dinas/cm); (b) Pb, com y¢ = 560 ergs/cm2 (dinas/cm) ?

a) Explique a diferenca entre o regime de soterramento (burial) e o regime de
dessorcao relativos ao crescimento de filmes. b) Qual a relacdo entre estes regimes e
o comprimento de difusdao das espécies adsorvidas durante o processo de
crescimento?

Uma molécula tem um coeficiente de condensa¢do 0,.=0.2 em um filme em deposi¢cdo
sobre sua propria fase soélida. Para esta molécula quais sdo os valores miaximos e
minimos de sua probabilidade de armadilhamento, J; coeficiente de aderéncia
(sticking coefficient), S; e fator de utilizacao, n?

Tendo a tensdo superficial como determinante do crescimento analise os tipos de
crescimento possiveis de filmes e cristais.



